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１．概要（Summary） 

申請者は、カリフォルニア大学バークレー校と共同で、

インチワーム型の静電アクチュエータの開発を進めている。

日本大学理工学部のクリーンルームには、気相フッ酸エ

ッチング装置が未導入であるため、作製した静電アクチュ

エータのリリースのために機器利用を行った。また、全て

のプロセスを文部科学省 ナノテクノロジー・プラットフォー

ム 東大微細加工拠点にて実施できるように、レシピの調

整やプロセスの最適化について検討を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ステルスダイサー、光リソグラフィ装置 MA-6、8 インチ

汎用スパッタ装置、高速大面積電子線描画装置 F5112、
高速シリコン深掘りエッチング装置 MUC-21。 
【実験方法】 

１．ステルスダイサーを用いて事前準備した６インチ

SOI ウェハを 2 cm 角にダイシング。２．8 インチ汎用スパ

ッタ装置を用いて Al 膜を製膜。３．レジスト液を塗布。４．

光リソグラフィ装置 MA-6 及び高速大面積電子線描画装

置を用いてマスクパターンを露光。５．現像液を用いて現

像。６．高速シリコン深掘りエッチング装置 MUC-21 を用

いてエッチング。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に高速大面積電子線描画装置を用いて露光し

た様子を示す。1 µm の精度でパターンの露光に成功し

た。 
Fig. 2 に高速シリコン深掘りエッチング装置 MUC-21

を用いてエッチングした様子を示す。同図は、パターンが

オーバーエッチングされている事を示しており、今後はレ

シピの調整を行う必要がある。 
 

 
Figure 1. Lithography pattern using F5112. 

 
Figure 2. After deep RIE. 
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